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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高周波数用途のために光信号を電気信号に変換するための光電子受信回路であって、
　第１の入力及び第２の入力を含む差動トランスインピーダンス増幅器と、
　前記作動トランスインピーダンス増幅器の前記第１の入力に接続される光検出器と、
　前記光検出器にバイアス電圧を提供するよう構成された高電圧供給を提供するよう構成
された高電圧源と、
　前記高電圧源と前記高電圧供給との間に接続されたインピーダンス要素と、
　前記光検出器と実質的に同様のインピーダンスを示し、１つの端子が前記高電圧供給に
接続され、第２の端子が前記差動トランスインピーダンス増幅器の前記第２の入力に接続
された電圧検知要素と、を備え、
　前記インピーダンス要素は、大きい電力光信号が前記光検出器に入射する場合に前記光
検出器の利得を降下させるよう構成される、光電子受信回路。
【請求項２】
　前記電圧検知要素は、コンデンサ、抵抗、及びインダクタを含む、請求項１に記載の光
電子受信回路。
【請求項３】
　前記コンデンサ、前記抵抗、及び前記インダクタが直列に接続されている、請求項２に
記載の光電子受信回路。
【請求項４】
　前記電圧検知要素が、等価光検出器クエンチ抵抗、クエンチコンデンサ、グリッド容量
、及び接合容量を含む、請求項１に記載の光電子受信回路。
【請求項５】
　前記等価光検出器クエンチ抵抗が前記クエンチコンデンサと並列に接続され、前記接合
容量が前記並列に接続された光検出器クエンチ抵抗及び前記クエンチコンデンサと直列に
接続されている、請求項４に記載の光電子受信回路。
【請求項６】
　前記接合容量が、前記等価光検出器クエンチ抵抗、前記クエンチコンデンサ、及び前記
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グリッド容量を含む第１のサブコンポーネントと並列に接続されている、請求項４に記載
の光電子受信回路。
【請求項７】
　前記等価光検出器クエンチ抵抗、前記クエンチコンデンサ、前記グリッド容量、及び前
記接合容量を含む第２のサブコンポーネントと直列に接続されたインダクタンスを更に含
む、請求項４に記載の光電子受信回路。
【請求項８】
　前記差動トランスインピーダンス増幅器の少なくとも１つの出力に接続されたバンドパ
スフィルタを更に含む、請求項１に記載の光電子受信回路。
【請求項９】
　前記電圧検知要素が、前記光検出器と実質的に同様のダミー光検出器を含む、請求項１
に記載の光電子受信回路。
【請求項１０】
　高周波数用途のために光信号を電気信号に変換するための光電子受信回路であって、
　単一入力トランスインピーダンス増幅器と、
　前記単一入力トランスインピーダンス増幅器の前記入力に接続された光検出器と、
　前記光検出器にバイアス電圧を供給するように構成された高電圧供給源と、
　前記高電圧供給と電流ミラー入力との間に接続された前記光検出器と実質的に同様のイ
ンピーダンスを表す電圧検知要素と、
　を含み、前記光検出器及び前記単一入力トランスインピーダンス増幅器の前記入力に電
流ミラー出力が接続されている、光電子受信回路。
【請求項１１】
　前記高電圧供給源と前記光検出器との間に接続されたインピーダンス要素を更に含み、
前記インピーダンス要素は、大きい電力光信号が前記光検出器に入射する場合に前記光検
出器の利得を降下させるよう構成される、請求項１０に記載の光電子受信回路。
【請求項１２】
　前記電圧検知要素が、前記光検出器と実質的に同様のダミー光検出器を含む、請求項１
０に記載の光電子受信回路。
【請求項１３】
　前記電圧検知要素が、コンデンサ、抵抗、及びインダクタを含む、請求項１０に記載の
光電子受信回路。
【請求項１４】
　前記コンデンサ、前記抵抗、及び前記インダクタが直列に接続されている、請求項１３
に記載の光電子受信回路。
【請求項１５】
　前記電圧検知要素が、等価光検出器クエンチ抵抗、クエンチコンデンサ、グリッド容量
、及び接合容量を含む、請求項１０に記載の光電子受信回路。
【請求項１６】
　前記等価光検出器クエンチ抵抗が前記クエンチコンデンサと並列に接続され、前記接合
容量が前記並列に接続された光検出器クエンチ抵抗及び前記クエンチコンデンサと直列に
接続されている、請求項１５に記載の光電子受信回路。
【請求項１７】
　前記接合容量が、前記等価光検出器クエンチ抵抗、前記クエンチコンデンサ、及び前記
グリッド容量を含む第１のサブコンポーネントと並列に接続されている、請求項１５に記
載の光電子受信回路。
【請求項１８】
　前記等価光検出器クエンチ抵抗、前記クエンチコンデンサ、前記グリッド容量、及び前
記接合容量を含む第２のサブコンポーネントと直列に接続されたインダクタンスを更に含
む、請求項１５に記載の光電子受信回路。
【請求項１９】
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　高周波数用途のために光信号を電気信号に変換するための光電子受信回路であって、
　差動トランスインピーダンス増幅器と、
　前記差動トランスインピーダンス増幅器の第１の入力に接続された光検出器と、
　前記光検出器にバイアス電圧を提供するように構成された高電圧供給源と、
　前記高電圧供給と前記差動トランスインピーダンス増幅器の第２の入力との間に接続さ
れた前記光検出器と実質的に同様のインピーダンスを表す第１の電圧検知要素と、
　前記高電圧供給と第１の電流ミラーの入力との間に接続された前記光検出器と実質的に
同様のインピーダンスを表す第２の電圧検知要素と、
　前記第１の電流ミラーと前記差動増幅器の前記第２の入力との間に接続された第２の電
流ミラーと、
を含み、前記第１の電流ミラーの出力が前記差動トランスインピーダンス増幅器の前記第
１の入力に接続されている、光電子受信回路。
【請求項２０】
　前記第１の電流ミラー及び第２の電流ミラーを含む単一の電流ミラーを更に含み、前記
単一の電流ミラーが１つの検知入力及び２つの出力を含む、請求項１９に記載の光電子受
信回路。
【請求項２１】
　前記第１の電圧検知要素及び前記第２の電圧検知要素の少なくとも１つが、前記光検出
器と実質的に同様のダミー光検出器を含む、請求項１９に記載の光電子受信回路。
【請求項２２】
　前記電圧検知要素が、コンデンサ、抵抗、及びインダクタを含む、請求項１９に記載の
光電子受信回路。
【請求項２３】
　前記コンデンサ、前記抵抗、及び前記インダクタが直列に接続されている、請求項２２
に記載の光電子受信回路。
【請求項２４】
　前記電圧検知要素が、等価光検出器クエンチ抵抗、クエンチコンデンサ、グリッド容量
、及び接合容量を含む、請求項１９に記載の光電子受信回路。
【請求項２５】
　前記電流ミラーの少なくとも１つの出力に接続されたバンドパスフィルタを更に含む、
請求項１９に記載の光電子受信回路。
【請求項２６】
　前記高電圧供給源と前記光検出器との間に接続されたインピーダンス要素を更に含む、
請求項１９に記載の光電子受信回路。
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